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(54) Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fiir eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte und Halbzeug

(57) Die Erfindung betrifft ein Halbzeug und ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Halbzeuges fir eine Lei-
terplatte. Das Verfahren umfasst die folgenden
Schritte: Ausbilden einer Isolierschicht (2) aus einem
elektrisch isolierenden Material, Herstellen einer
auBen liegenden Leitungsschicht (3; 4) aus Alumi-
nium auf der Isolierschicht (2), Ausbilden einer
Durchgangséffnung (6) durch die Isolierschicht (2)
und die Leitungsschicht (3; 4) hindurch, derart, dass
im Bereich der Durchgangséffnung (5) ein Off-
nungsbereich, welcher der Leitungsschicht (3; 4)
zugeordnet ist, und ein weiterer Offnungsbereich
gebildet werden, welcher der Isolierschicht (2) zu-
geordnet ist, Vorbereiten des Offnungsbereiches fiir
eine Metallisierung, indem im Offnungsbereich
eine Aktivierungsschicht (7) aufgetragen wird, Vor-
bereiten des weiteren Offnungsbereiches fur eine
Metallisierung, indem im weiteren Offnungsbereich
eine weitere Aktivierungsschicht (10) aufgetragen
wird, und Metallisieren des Offnungsbereiches und
des weiteren Offnungsbereiches, indem auf der
Aktivierungsschicht (7) im Offnungsbereich und der
weiteren Aktivierungsschicht (10) im weiteren Off-
nungsbereich jeweils eine Metallisierungsschicht
(11) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden
Materialien abgeschieden wird.

Fig. 4

DVR 0078018



Zusammenfassung

Die Erfindung betriffl ein Halbzeug und ein Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fiir
eine Leiterplatte. Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte: Ausbilden einer Isolier-
schicht (2) aus einem elektrisch isolierenden Material, Herstellen einer aullen liegenden [.ei-
tungsschicht (3; 4) aus Aluminium auf der Isolierschicht (2), Ausbilden einer Durchgangsofi-
nung (6) durch die Isolierschicht (2} und die Leitungsschicht (3; 4) hindurch, derart, dass im
Bereich der Durchgangsdffnung (5) ein Offnungsbereich, welcher der Leitungsschicht (3; 4)
zugeordnet ist, und ein weiterer Offnungsbereich gebildet werden, welcher der Tsolierschicht
(2) zugeordnet ist, Vorbereiten des Offnungsbereiches fiir eine Metallisierung, indem im Off-
nungsbereich eine Aktivierungsschicht (7) aufgetragen wird, Vorbereiten des weiteren Off-
nungsbereiches fiir eine Metallisierung, indem im weiteren Offiungsbereich eine weitere Ak-
tivierungsschicht (10) aufgetragen wird, und Metallisieren des Offnungsbereiches und des
weiteren Offnungsbereiches, indem auf der Aktivierungsschicht (7) im Offnungsbereich und
der weiteren Aktivierungsschicht (10) im weiteren Offnungsbereich jeweils eine Metallisie-
rungsschicht (11) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien abgeschieden

wird. (Fig. 4)
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Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fiir eine

ein- oder mehriagige Leiterplatte und Halbzeug

Die Erfindung betrifft Technologien auf dem Gebiet der Leiterplatten.

Hintergrund der Erfindung

Leiterplatten werden benutzt, um elektronische oder elektrische Bauelemente aufzunehmen.
Leiterplatten sind in ein- und mehrlagiger Ausfithrung bekannt. Mehrlagige Leiterplatten ver-
fiigen {iber mehrere elekinische Leitungsebenen, die mit Hilfe von Isolierschichten voneinan-

der getrennt sind.

Als Material fiir die die Leitungsebenen bildenden Leitungsschichten wird haufig Kupfer ein-
gesetzt. Hierbei besteht jedoch das Problem, dass Kupfer aufgrund seiner natiirlichen Materi-
aleigenschaften erst oberflidchenseitig behandelt werden muss, um beim anschliefienden Ver-
pressen der Leitungsschichten mit den Isolierschichten in ausreichendem Umfang eine haf-

tende Verbindung mit dem elektrisch isolierenden Material der Isolierschichten einzugehen.

Das Dokument US 2005/0178669 beschreibt ein Verfahren zum Verzinken von Aluminium-

oberflichen fiir eine nachfolgende Beschichtung.

Zusammenfassung der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbzeug filr einc cin- oder mehrlagige Leiterplatte und ein
Verfahren zum Herstellen anzugeben, mit denen die Moglichkeiten zur individuellen Gestal-
tung von Leiterplatten fiir verschiedene Anwendungsaufgaben erweitert sind. Insbesondere

sollen Haftprobleme zwischen Schichtmaterialien vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemél3 durch ein Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges
filr eine ein- oder mehrlagige Leitplatte nach dem unabhingigen Anspruch 1 sowie ein Halb-
zeug nach dem unabhéngigen Anspruch 9 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

sind Gegenstand von abhingigen Unteranspriichen.
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Das Verfahren zum Herstellen des Halbzeuges kann als Verfahren zum Herstellen einer ein-
oder mehrlagigen Leiterplatte ausgefithrt werden, indem insbesondere ein Schritt vorgesehen
ist, mit dem die auBen liegende Leitungsschicht mit Leiterbahnstrukturen gebildet wird. Hier-
durch wird dann eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte hergestellt, die auf dem beschriebenen
Halbzeug basiert und dieses als eine Art Leiterplattenbasisstruktur verwendet. Die Leiterplatte

wird mit einer Durchkontaktierung in der Durchgangséffnung gebildet.

Wihrend eine einlagige Leiterplatte iiber nur eine Leitungsschicht oder -ebene aufweist, ver-

fiigt eine mehrlagige Leiterplatte iiber mehrere solcher Schichten oder Ebenen.

Bei der Erﬁndung ist vorgesehen, dass die auflen liegende Leitungsschicht aus Aluminium
besteht. Aluminium hat als Material den Vorteil, dass es wahlweise auch ohne Vorbehandlung
eine gut haftende Verbindung mit Materialien eingeht, die iiblicherweise flir [solierschichten
in Leiterplatten eingesetzt werden, beispielsweise Harzmaterialen wie Epoxy, wenn Leitungs-
schicht und Isolierschicht miteinander verpresst werden. Dartiber hinaus verfligt Aluminium
tiber ein geringeres Gewicht im Vergleich zu dem hautig bei Leiterplatten zum Einsatz kom-
menden Kupfer. Mittels der Leitungsschicht aus Aluminium ist ein direktes Bonden mit Alu-

miniumdrghten ermoglicht.

Der Schritt zum ,,Metallisieren” in der hier verwendeten Bedeutung betrifft das Ausbilden
einer 16tfihigen Oberflachenschicht, die geeignet ist, eine gut haftende Verbindung mit einem
Lotmaterial beim Léten einzugehen. Das Metallisieren des Offnungsbereiches und des weite-
ren Offnungsbereiches kann in einem gemeinsamen Schritt oder in getrennten Metallisie-
rungsschritten durchgefiihrt werden. Auch kann in einer Ausgestaltung vorgesehen sein, den
Offnungsbereich einerseits und den weiteren Offnungsbereich andererseits zum Ausbilden der
jeweiligen 16tfihigen Oberflache mit unterschiedlichen elektrisch leitenden Materialien zu

versehen.

Das Vorbereiten des Offnungsbereiches einerseits und des weiteren Offnungsbereiches ande-
rerseits wird vorzugsweise in getrennten Schritten durchgefiihrt. Das Vorbereiten flir die Me-
tallisierung entspricht einer Art Aktivierung der jeweiligen Oberfldchenbereiche fiir die an-

schlieBende"Mctallisierung, d. h. das Ausbilden einer 161fiihigen Oberfliche. Da im Offnungs-
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bercich das Aluminiummaterial und im weiteren Offnungsbereich das Material der Isolier-
schicht mit einer Aktivierungsschicht zu versehen sind, ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Aktivierungsschichten aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden, die jeweils auf

das Material im Offnungsbereich und im weiteren Offnungsbereich abgestimmt sind.

Als Material fiir die Isolierschicht kdnnen beliebige Materialen zum Einsatz kommen, wie sie
tiblicherweise fiir die Leiterplattenherstellung genutzt werden. Hierzu gehoren insbesondere

Harzmaterizlen wie Epoxy.
1

Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Offiungsbereich beim Vor-
bereiten fiir die Metallisierung mittels chemischen Vernickeln mit einer nickelhéltigen Akti-
vierungsschicht versehen wird. Das chemische Vernickeln unterscheidet sich vom galvani-
schen Abscheiden dadurch, dass kein Stromfluss zur Abscheidung genutzt wird. Es kénnen
Materialmischungen mit tiberwiegendem Nickelanteil zum Einsatz kommen, beispielsweise
eine Nickel:—Gold—Legierung. Ein zum chemischen Vernickeln der Aluminiumoberfldche im

Offnungsbereich vorteilhaft cingesetztes Material ist Zink.

Bei einer z:weckm;"iBigen Ausgestaltung der Etfindung kann vorgesehen sein, dass auf der
Isolierschicnt eine weitere Leitungsschicht aus Aluminium hergestellt wird, durch welche sich
die Durchgangssffnung erstreckt, so dass im Bereich der Durchgangséffnung ein zusétzlicher
Offnungsbereich gebildet ist, welcher der weiteren Leitungsschicht zugeordnet ist. Mit Hilfe
der weiteren Leitungsschicht wird eine weitere elektrische Leitungsebene in dem Halbzeug
bereitgestellt. Die auf diese Weise in der Durchgangséffnung entstehenden zusitzlichen Off-
nungsbereiche kénnen hinsichtlich des Aktivierens und Metallisierens wie die der Leitungs-

schicht zugeordneten Offnungsbereiche in der Durchgangséffnung behandelt werden.

Eine vorteilhafte Ausfiihrungsform der Erfindung sieht vor, dass die weitere Leitungsschicht
als weitere auflen licgende Schicht hergestellt wird. Auf diese Weise ist ein Halbzeug fiir eine
Leiterplatte gebildet, bei der eine mittige Isolierschicht beidseitig von Leitungsebenen be-

deckt ist und bei der eine Durchkontaktierung gebildet ist.



10

15

20

25

30

LE RN ]
.

Bevorzugt sicht eine alternative Fortbildung der Erfindung vor, dass die weitere Leitungs-
schicht als 'innen liegende Schicht zwischen der Isolierschicht und einer weiteren Isolier-
schicht hergestelit wird. Hierdurch ist ein Halbzeug fiir eine mehrlagige Leiterplatte gebildet,
bei der wenigstens einc Leitungsebene innen liegend zwischen Isolierschichten angeordnet

ist.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Leitungs-
schicht und / oder die weitere Leitungsschicht als eine strukturierte Leitungssch{cht aus Alu-
minium mit einer Leiterbahnbasisstruktur gebildet werden. Im Unterschied zu der Leitungs-
schicht mit der [eiterbahnbasisstruktur kann alternativ vorgesehen sein, dass die Leitungs-
schicht unstrukturiert gebildet ist, sodass cine Art unstrukturierter Uberzug auf wenigstens
einer der fléichigen AuBenseiten der Isolierschicht gebildet ist. Halbzeuge flir mehrlagige Lei-

terplatten konnen strukturierte und unstrukturierte Leitungsschichten kombinieren.

Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, dass Leiterbahnbasisstruktur als Basisstruk-
tur fir die I;eistungse]ektronik hergestellt wird. Hierbei weisen die Leiterbahnen vorzugswei-
se eine Dicke von wenigstens 100um auf. Leitungsbahndicken von bis zu 400pum oder noch
mehr kénnen vorgeschen sein. Alternativ kann die Leiterbahnenbasisstruktui als Diinn-

schichtstruktur ausgefiihrt sein.

Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass auf der Leitungsschicht ein Lot-
bereich flir eine Metallisierung vorbereitet und der vorbereitete Lotbereich metallisiert wird,
indem in dem vorbereiteten Lotbereich ein oder mehrere elektrisch leitende Materialien abge-
schieden werden. Der Lotbereich bildet einen 16tfahigen Bereich auf der auflen liegenden O-
berfliche der Leitungsschicht. Das Vorbereiten und / oder Metallisieren des Létberciches
kann zeitgleich oder zeitversetzt zum Vorbereiten und / oder Metallisieren der Offnungsberei-
che erfolgen. Beispielsweise kann vorgesehen sein, den Lotbereich in einem Verfahrensschritt
zusammen mit dem Offnungsbereich zu aktivieren, also die Aktivierungsschicht auszubilden.
Auch die hierauf folgende Metallisierung kann fiir den Offnungsbereich in der Durchgangs-
Offnung einerseits und den Lotbereich auf der Leitungsschicht andererseits zeitgleich in einem
Arbeitsschritt erfolgen. Alternativ sind aber auch getrennte Arbeitsschritte mdglich. Hinsicht-

lich des Vorbereitens und / oder des Metallisierens gelten die in Verbindung mit den Alumi-



10

15

20

25

30

niumoberflichen im Offnungsbereich der Durchgangssffnung gemachten Erlduterungen ent-

sprechend. Weitere Litbereiche kénnen auf der weiteren Leitungsschicht vorgesehen sein.

insbesondere wenn diese ebenfalls auflen liegend gebildet ist.

Beschreibung bevorzugter Ausfithrungsbeispiele der Erfindung

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausfithrungsbeispielen unter Bezugnahme auf

Figuren einer Zeichnung nédher erldutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Iig. 6

eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung fiir eine Leiterplatte, bei der
eine Isolierschicht beidseitig mit einer Leitungsschicht aus Aluminium beschichtet
ist,

eine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 1, wobei aufien liegen-
de Oberflachebereiche der Leitungsschichten mit einer Aktivierungsschicht versehen
sind, dte sich auch in eine Durchgangs6ffnung hinein erstreckt,

eine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 2, wobei i|n der Durch-
gangs6ffnung auf cinem Offnungsbereich, welcher von der Isolierschicht in der
Durchgangséffnung gebildet ist, eine weitere Aktivierungsschicht gebildet ist,

eine schematische Darstellung der Schichtahordnung aus Fig. 3, wobei auf der Akti-
vierungsschicht und der weiteren Aktivierungsschicht eine Metallisierung gebildet
ist,
eine schematische Darstellung eines Abschnitts ciner Leiterplatte unter Verwendung
der Schichtanordnung aus Fig. 4 und

eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung fiir eine Leiterplatte, bet der

innen und auflen liegende Leitungsschichten aus Aluminium gebildet sind.

Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines als Schichtanordnung ausgetiihrtes Halb-

zeug 1 fiir eine Leiterplatte im Querschnitt. Es kann vorgesehen sein, auf Basis des Halbzeu-

ges | eine Leiterplatte zu fertigen, zum Beispiel einc Leiterplatte mit zusitzlichen Leiterbahn-

strukturen. Aber auch das dargestellte Halbzeug 1 kann bereits als Leiterplatte zum Einsatz

kommen.
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Eine [solierschicht 2 ist auf der Vorder- und der Riickseite mit einer Leitungsschicht 3 und
einer weiteren Leitungsschicht 4 versehen, die jeweils aus Aluminium bestehen und auflen
liegend gebildet sind. Das material fiir die Isolierschicht 2 wird beispielsweise mittels soge-
nannter Prepregs oder in Form eines Folienmaterials bereitgestellt. Die Leitungsschichten 3, 4

aus Aluminium kénnen mithilfe von Aluminiumfolien erzeugt werden.

Es ist ein Abschnitt des Halbzeuges 1 gezeigt, in dem eine Durchgangséffnung 5 durch die
Leitungsschichten 3, 4 und die Isolierschicht 2 hindurch gebildet ist. Die Leitungsschicht 3
auf der Voiderseite und / oder die weitere Leitungsschicht 4 auf der Riickseite der Isolier-
schicht 2 Rénnen als strukturierte Leitungsschichten mit zugeordnete Leiterbahnstrukturen

ausgefiihrt sein.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darsteliung der Schichtanordnung aus Fig. 1, wobei auen lie-
gende Ober{lichenbereiche 6 der beiden Leitungsschichten 3, 4 mit einer Aktivierungsschicht
7 versehen sind. Die Aktivierungsschicht 7 auf den Leitungsschichten 3, 4 erstreckt sich auch
in die Durchgangs6ffnung 5 hinein, nimlich dort gebildete Offnungsbereiche 8, die in der

Durchgangséffnung 5 von den Leitungsschichten 3, 4 gebildet werden.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung des Halbzeuges avs Fig. 2, wobei in der Durch-
gangsoffnung 5 auf einem Offnungsbereich 9, welcher von der Isolierschicht 2 in der Durch-

gangsdffnung 5 gebildet ist, eine weitere Aktivierungsschicht 10 hergestellt ist.

Die Aktivierungsschicht 7 auf den Aluminiumoberflichen der Leitungsschichten 3, 4 ist mit-
tels chemischen Vernickeln hergestellt, zum Beispiel in Form eines Zinkatiiberzugs. Die wei-
tere Aktivierungsschicht 10 ist mittels eines Direktmatellisierungs-Prozesses als DMSE-
Schicht (insbesondere ,,Direct MetalliSation Ethylenedioxythiophene®) gebildet mittels eines
leitfihigen organischen Polymers. Auch andere Materialien kénnen zur Aktivierung der Ober-
fliche in dem der Isolierschicht 2 zugeordneten Offnungsbereich 9 in der Durchgangssffnung

5 genutzt werden.

Fig. 4 zeigt cine schematische Darstellung des als Schichtanordnung ausgebildeten Halbzeu-

ges 1 aus Fig. 3, wobei auf der Aktivierungsschicht 7 und der weiteren Aktivierungsschicht
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10 nun eine Metallisierung 11 abgeschieden ist, die beispiclsweise aus Kupfer besteht. Die
Abscheidung kann mittels eines galvanischen Prozesses ausgefiihrt werden, Auf diese Weise
sind I6tfiihige Oberflachenbereiche gebildet, die beispielsweise zum Anschluss von elektroni-

schen Bauelementen dienen.

Die hergestellte Schichtanordnung kann in dieser Form als Leiterplatte zum Einsatz kommen.
Es konnen jedoch auch weitere Verarbeitungsschritte vorgesehen sein, insbesondere zur Aus-
bildung einer gewiinschten Leiterbahnenstruktur. Hierzu kénnen dann Verfahrensschritte der
tiblichen Léitemlattentechnologie zum Einsatz kommen, wozu insbesondere die Phoetolitho-
grafie, das Atzen sowie das Beschichten mit Lotstopplack gehdren. Lot- oder bondfihige O-
berfliichen kénnen zum Beispiel erzeugt werden, indem Nickel- oder Silberablagerungen auf-
gebracht werden. Hierzu kénnen die im Zusammenhang mit der Leiterplattenherstellung als

solche bekannten Technologien eingesetzt werden.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Abschnitts einer Leiterplatte, die ausgehend
von dem Halbzeug 1 nach den Fig. 1 bis 4 hergestellt wurde. Es ist eine Leiterbahnstrukur mit
einer Lotfliche 20 und einer Bondflache 21 gebildet. Die Bondflache 21 ist hergestellt, indem
die Metallisierung 11 und die Aktivierungsschicht 7 abgeiitzt wurden. Dariiber hinaus sind

Lotstoppbereiche 22 hergestellt.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung fiir eine mehrlagige Lei-
terplatte, bei der mehrere Isolierschichten 30, 31, 32 {ibereinander gestapelt sind, die mittels
sogenannter Prepregs oder in Form eines Folienmaterials erzeugt sind. AuBenseitig ist der
Stape! der Isolierschichten 30, 31, 32 auf der Vorder- und der Riickseite mit einer jeweiligen
Leitungsschicht 33, 34 aus Aluminium versehen. Im Stapel der Isolierschichten 30, 31, 32
sind weiterhin Leiterbahnen 35 gebildet, die beim Aufbau des Stapels von Isolierschichten 30,
31, 32 mittels tiblicher Technologie unter Verwendung der Photolithografie und des Atzens
hergestellt sind. Das in Fig. 6 dargestellte Halbzeug kann nun in der oben unter Bezugnahme
auf die Fig. 1 bis 5 beschriebenen Art und Weise weiterverarbeitet werden, um im Bereich der
Durchgangséffnung 5 und auf den Aluminiumschichten 33, 34 16t- oder bondfihige Oberfli-

chenbereiche auszubilden.



Die in der vorstehenden Beschreibung, den Anspriichen und der Zeichnung offenbarten Merk-
male der Erfindung kdnnen sowoh! einzeln als auch in beliebiger Kombination fiir die Ver-

wirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfiihrungen von Bedeutung sein.
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Anspriiche

Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fiir eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte,

wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Ausbilden einer Isolierschicht (2; 30, 31, 32) aus einem elektrisch isolierenden Mate-
rial,

Herstellen einer auflen liegenden Leitungsschicht (3; 4; 33; 34) aus Aluminium auf der
[solierschicht (2),

Ausbilden einer Durchgangséffnung (5) durch die Isolierschicht (2) und die Leitungs-
schicht (3; 4) hindurch, derart, dass im Bereich der Durchgangssffoung (5) ein Off-
nungsbereich (8), welcher der Leitungsschicht (3; 4) zugeordnet ist, und ein weiterer
Offnungsbereich (9) gebildet werden, welcher der Isolierschicht (2) zugeordnet ist,
Vorbereiten des Offnungsbereiches (8) fiir eine Metallisierung, indem im Offnungsbe-
reich (8) eine Aktivierungsschicht (7) aufgetragen wird,

Vorbereiten des weiteren Offnungsbereiches (9) fiir eine Metallisierung, indem im
weiteren O ffnungsbereich (9) eine weitere Aktivierungsschicht (10) aufgetragen wird,
Metallisieren des Offnungsbereiches (8) und des weiteren Offnungsbereiches (9), in-
dem auf der Aktivierungsschicht (7} im Offnungsbereich (8) und der weiteren Aktivie-
rungsschicht (10) im weiteren Offnungsbereich (9) jeweils eine Metallisierungsschicht
(11) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien abgeschieden wird, und
Ausbilden der Leitungsschicht (3; 4; 33; 34) als eine strukturierte Leitungsschicht aus
Aluminium mit einer Leiterbahnbasisstruktur mit einer Bondflidche (21), wobei hierbei
im Bereich der Bondfliche (21) die Aktivierungsschicht (7) und die Metallisierungs-

schicht (11) entfernt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Offnungsbereich

(8) beim Vorberciten flir die Metallisierung mittels chemischen Vernickeln mit einer ni-

ckelhaltigen Aktivierungsschicht versehen wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Isolier-

schicht (2) eine weitere Leitungsschicht (4; 3; 34; 33) aus Aluminium hergestellt wird,

durch welche sich die Durchgangsoffnung (6) erstreckt, so dass im Bereich der Durch-
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tungsschicht (4; 3; 34; 33) zugeordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass dic weitere Leitungs-

schicht (4; 3; 34, 33) als weitere aulen liegende Schicht hergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Leitungs-
schicht als innen liegende Schicht zwischen der Isolierschicht und einer weiteren Isolier-

schicht hergestellt wird.

Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere Leitungsschicht (4; 3; 34; 33) als eine strukturierte Leitungsschicht aus

Aluminium mit einer Leiterbahnbasisstruktur gebildet wird.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass Leiterbahnbasisstruktur

als Basisstruktur fiir die Leistungselektronik hergestellt wird.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Leitungsschicht (3; 4) ein Létbereich (20) fiir eine Metallisie-
rung vorbereitet und der vorbereitete Lothereich metallisiert wird, indem in dem vorbe-
reiteten Loétbereich ein oder mehrere elektrisch leitende Matcerialien abgeschieden wer-

den.

Halbzeug fiir eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte, mit:

- einer Isolierschicht (2; 30, 31, 32) aus einem elektrisch isolierenden Material,

- einer auflen liegenden Leitungsschicht (3; 4) aus Aluminium auf der Isolierschicht (2;
30; 32) und

- einer Durchgangs6finung (6) durch die Isolierschicht (2; 30, 31, 32) und die Leitungs-
schicht (3; 4) hindurch, derart, dass im Bereich der Durchgangssffhung (5) ein Off-
nungsbereich (8), welcher der Leitungsschicht (3; 4) zugeordnet ist, und ein weiterer

Offnungsbereich (9) gebildet sind, welcher der Isolierschicht (2) zugeordnet ist,



wobei die Durchgangsoffaung (5) im Offnungsbereich (8) und im weiteren Offnungsbe-
reich (Y) metallisiert ist, indem auf eine jeweilige Aktivierungsschicht (7) im Offnungs-
bereich (8) und im weiteren Offnungsbereich (9) jeweils eine Metallisierungsschicht
(7,10) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien abgeschieden ist, und

wobei die Leitungsschicht (3; 4; 33; 34) als eine strukturierte Leitungsschicht aus Alumi-
nium mit einer Leiterbahnbasisstruktur mit einer Bondfldche (21) gebildet ist, in deren

Bereich die Aktivierungsschicht (7) und die Metallisierungsschicht (11) entfernt sind.
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